Facultad de Ingenieria Eléctrica UMSNH

Nombre de la materia: ELECTRONICA ANALOGICA 1

Clave: CI10100-T
No. De horas / semana: 3
Duracion semanas: 16

Total de Horas: 48

No de créditos: 6
Prerrequisitos: CB0400-T
Objetivos:

Que el alumno adquiera los conceptos basicos de la teoria de los semiconductores y de la
teoria de circuitos para el analisis y disefio de circuitos electronicos basicos con los
dispositivos fundamentales de la electronica de estado sélido, como son los diodos, y los
transistores bipolares o BJT’s.

Contenido:
1. Introduccion a la fisica de 10s semicONAUCTOTES. .......c.ceviieiiieiiieiierieeiieeee e 4
2. Introduccion a la Teoria de CIrCUILOS. ....c.uieeruiieeiiiieriieecieeeeteeeteeere e eiee e veeesaee e 10
3. EIDIOAO UNION . ..oiiiiieiiieiiieieeeiie ettt ettt ettt ete e et e e beeesbeenseeenbeeseeensaenseenens 4
4. Dispositivos Semiconductores de dos Terminales y Aplicaciones...........ccceeeveerevveernnenns 4
5. El Transistor Bipolar (BJT). ....cccuooiiiiiieiieie ettt 4
6. Analisis y Disefio de Circuitos Amplificadores con BJT. ......cccooveviiieiiiiiiiiiieiieeieeee, 8
7. Analisis de Amplificadores de pequefia sefial. .........ccceevieiieniiiiiiinieciie e 8
Aplicacion de Examen (3 evaluacCiones).........ccueeevieeriieeniieeiiieereeeeeeeeieeeeveeesveeesvee e 6
TOTAI/NOTAS. .ottt et e e e e e e e st e e tbeeetbaeesbeeessaeeessaeeesseeesnseeenns 48
Bibliografia:

Texto Principal:

Electronica Teoria de Circuitos
Boylestad-Nashelsky
Prentice-Hall

Textos de consulta:

Principios de Electronica 3a Ed. Diseifio Electronico 2a ED.

A. P. Malvino
McGraw-Hill

Electronics Devices and Circuits 2a Ed.

Theodore F. Bogart Jr.
Maxwell Macmillan

Electronica Integrada
Millman-Halkins
McGraw-Hill

C.J. Savant Jr.

Addison-Wesley Iberoamericana
Circuitos y Dispositivos Electronicos
R. J. Tocci

Interamericana

Electronic Devices and Circuits
David A. Bell
Reston
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Circuitos Electronicos Discretos e Integrados Dispositivos y Circuitos Electronicos
M. S. Ghausi Y. N. Bapat
Interamericana McGraw-Hill

Manual de Semiconductores

Texas Instrument

Manuales de sustitucion de los Fabricantes:
Dicopel, SK, ECG, NTE, GE

Metodologia de ensefianza-aprendizaje:
Revision de conceptos, analisis y solucion de problemas en clase:
Lectura de material fuera de clase:
Ejercicios fuera de clase (tareas):
Investigacion documental:
Elaboracion de reportes técnicos o proyectos:
Practicas de laboratorio en una materia asociada:
Visitas a la industria:
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Metodologia de evaluacion:

Asistencia:

Tareas:

Elaboracion de reportes técnicos o proyectos:
Examenes de Academia o Departamentales.

Rl

Contenido:

1. Introduccion a la fisica de los semiconductores (4 Horas)
Objetivo del capitulo: Que el alumno comprenda el fundamento fisico de los materiales
semiconductores y entienda como funcionan los semiconductores intrinsecos, y extrinsecos
tipo N y P de Silicio y Germanio.

1.1 Clasificacion de los materiales.
1.1.1 conductores
1.1.2 aislantes o dieléctricos
1.1.3 semiconductores (Siy Ge)
1.2 Construccion de los semiconductores.
1.2.1 Redes cristalinas
1.2.2 Semiconductor intrinseco.
1.3 Semiconductores Extrinsecos
1.3.1 Dopado
1.3.2 Semiconductor tipo N
1.3.4 Tipo P.
1.3.5 Caracteristicas eléctricas.

2. Introduccion a la Teoria de Circuitos. (10 Horas)
Objetivo del capitulo: Que el alumno conozca y use las leyes fundamentales de los circuitos
eléctricos derivadas de la ley de ohm como son las leyes de Kirchoff, teoremas de Thevenin,
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5.

Norton y de superposicion. Asi como las diferentes fuentes de voltaje y corriente que se usan
en los circuitos eléctricos.

2.1 Conceptos Béasicos
2.1.1 Carga, corriente, potencial y fuerza electromotriz
2.1.2  resistencia y circuitos resistivos
2.1.3  Capacitores y circuitos con capacitores
2.1.4 Impedancia
2.1.5 Leyde ohm
2.2 Fuentes de CD y CA
2.2.1 Valores Caracteristicos de las sefiales de voltaje y corriente
2.2.2  Fuentes dependientes y no dependientes de voltaje y corriente
2.3 Leyes de Kirchoff
2.3.1 Leyde Voltaje de Kirchoff (LKV)
2.3.2 Ley de Corriente de Kirchoff (LCV)
2.4 Teoremas de Thevenin y Norton
2.4.1 Teorema de Thevenin
2.4.2 Teorema de Norton
2.4.3 Equivalencias
2.5 Teorema de superposicion.

Caracteristicas del Diodo Union. (4 Horas)
Objetivo del capitulo: Que el alumno comprenda el funcionamiento fisico de la union
semiconductora bésica asi como sus propiedades eléctricas mas importantes.

3.1 Union semiconductora NP o PN, construccion de la union, zonas de la union.
3.2 Conceptos de polarizacion.
3.3 Caracteristicas eléctricas de la union, (Rcp Rea Voltaje Unidon V.ILP., etc)

Dispositivos Semiconductores de dos Terminales y Circuitos de Aplicacion. (4 Horas)
Objetivo del capitulo: Que el alumno ampli¢ conocimientos sobre los dispositivos
semiconductores de dos terminales aprendiendo sobre el funcionamiento especial de cada uno
de ellos como son diodos, zener, leds, tunel, varactor, pin, fotodiodo, celda fotovoltaica, etc.

4.1 Rectificador media onda y onda completa.
4.2 Diodo Zener

4.3 Diodo LED

4.4 Celda fotovoltaica y fotodiodo

4.5 Otros diodos

El Transistor Bipolar (BJT). (4 Horas)

Objetivo del capitulo: Que el alumno comprenda el fundamento fisico de los transistores
Bipolares o BJT en sus dos formas tipo NPN y PNP ademas de su funcionamiento desde el
punto de vista eléctrico.

5.1 Construccion del BJT
5.2 Tipos de BJT y funcionamiento
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5.3 Caracteristicas eléctricas del BJT
5.4 Configuraciones Bésicas

6. Anadlisis y Diseiio de Circuitos Amplificadores con BJT. (8 Horas)
Objetivo del capitulo: Que el alumno aprenda a analizar y a disefiar los circuitos de
polarizacion basicos en CD de los amplificadores de pequefia sefial: Emisor Comun, Colector
Comun, Base Comun.

6.1 Emisor comun

6.2 Colector comun

6.3 Base comun

6.4 Transistor BJT en conmutacion.

7. Anadlisis de Amplificadores de pequenia SEMAL. ..........eeueeeeueeeosnrisserosserssserossnenones (8 Horas)
Objetivo del capitulo: Que el alumno aprenda a analizar y a disenar los amplificadores de
pequenia sefial: EC, CC, BC, en CA usando los modelos hibridos y re

7.1 Parametros Hibridos.

7.2 Descripcion matematica

7.3 Parametros reducidos

7.4 Impedancia de entrada, Impedancia de salida, ganancia de voltaje
7.5 Modelo r, y equivalencia con hibridos

7.6 Aplicacion a los circuitos de amplificadores

Reviso:
Nicolas Alvarado Béez
Febrero de 2010.
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